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１．概要（Summary） 
データセンター内光インターコネクション用途に向けたシリ

コンフォトニクス技術が活発に研究されている。しかし、Si
光変調器の変調効率が充分に高くないことが課題となっ

ている。我々は、化合物半導体を Si 導波路上にゲート絶

縁膜を介して貼り合わせたハイブリッド MOS 構造を用い

た光変調器と提案し、研究を進めている。  
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 ： 
高速大面積電子線描画装置 （F5112） 
ステルスダイサー 
電子顕微鏡 
【実験方法】 
光変調器の導波路パターン、イオン注入領域パターン、

電極パターンなどを高速大面積電子線描画装置を用い

て直接描画し、エッチング等の加工を施すことで光変調

器を作製した。また作製したウェハをステルスダイサーを

用いて各チップに切り出した。作製したチップは電子顕微

鏡を用いて構造観察した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したSiハイブリッドMOS型光変調器のチップ上面

写真をFig. 1に示す。EB描画で作製したSi導波路でマ

ッハ・ツェンダー干渉計を構成した形となっている。 
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Fig. 1 Plan-view photo of Si hybrid MOS optical 
modulator. 

作製した素子に波長 1550 nm のレーザー光を入射し、

位相シフタ部分に電圧を印加した場合の出力波形を Fig. 
2 に示す。図に示すようにスイッチング動作に成功した。 

 

Fig. 2 Switching characteristic. 
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